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Mariusz Sochacki urodził się 25 lutego 1977
ro ku w Warszawie, gdzie w 1996 roku ukoń -
czył XXV Li ceum Ogólnokształcące im. Jó ze fa
Wy bic kie go, uczęszczając do klasy o profilu
ma tematyczno-fizycznym. W tym samym ro ku
rozpoczął studia na Wydziale Elek tro ni ki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki War szaw skiej,
gdzie uzyskał tytuł inżyniera w 2000 roku na
spe cjalności Mikroelektronika i Optoelek tro -
ni ka oraz tytuł magistra i stopień doktora nauk
technicznych z wyróżnieniem na spe cjal no ści
Elektronika odpowiednio w 2002 oraz 2007 ro -
ku. W 2000 roku był współzałożycielem Koła
Naukowego Mikroelektroniki i Nano elek tro ni -
ki Politechniki Warszawskiej, w którego pra-
cach uczestniczy aktywnie do dnia dzisiej sze -
go. W latach 2007–2010 pracował w Insty tu cie
Mikroelektroniki i Opto elek troniki na stano -
wi sku starszego specjalisty ds. realizacji pro-
jektów badawczych i był jed nym z głównych
współ wykonawców kilku podprojektów rea li -
zowanych w ramach projektu badawczego za -
mawianego Nowe technologie na bazie węg -
li ka krzemu i ich za stosowania w elektronice
wiel kich często tli wości, dużych mocy i wy so -
kich temperatur, w ramach którego powstały
pierwsze w Pol sce demonstratory przyrzą dów
mocy na pod ło żu SiC. Brał udział i uczestniczy
obecnie jako wykonawca w kilku projektach
6. i 7. Pro gramu Ramowego Unii Euro pej skiej
w zakresie opracowania czujników promie nio -
wania rentgenowskiego na bazie warstw dia -
men towych wykorzystywanych w radioterapii
me dycznej, opracowania technologii montażu
układów elektronicznych typu BGA, opartej na
kulkach o średnicy poniżej 100 μm oraz iden -
tyfikacji podrabianych układów półprzewod ni -
kowych przy użyciu technik rentge now skich.
W tym samym okresie powołany zo stał na

człon ka Sekcji Technologii Elek tro no wej i Ma -
teriałów Elektronicznych Ko mi te tu Elek tro ni ki
i Telekomunikacji Polskiej Akade mii Nauk.
Od 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku
adiun kta naukowego jednocześnie w Ins ty tu -
cie Mikroelektroniki i Optoelek tro ni ki Poli tech -
niki Warszawskiej oraz w Ins ty tu cie Techno lo -
gii Materiałów Elek tro nicz nych w War sza wie.
Podstawowym obszarem jego zainteresowania
jest technologia przyrządów mocy na podło-
żach z węglika krzemu od po ziomu modelo -
wa nia charakterystyk elek trycz nych i procesów
technologicznych do poziomu ich wytwarza-
nia i charakteryzacji. Jest współautorem 17 ar -
tykułów naukowych, w tym 8 w renomowa-
nych czasopismach międzynarodowych z tzw.
li sty filadelfijskiej, opiekunem naukowym 3 prac
dyplomowych, recenzentem kilkunastu arty ku -
łów naukowych w pismach: „Micro elec tro nics
Reliability”, „Thin Solid Films”, „Solid State
Elec tronics”, „Elektronika”. W 2010 ro ku był
jed nym z głównych organizatorów mię dzy na -
rodowej konferencji naukowej „5th Wide Band -
gap Materials — Progress in Synthesis and Ap -
plications” skupiającej międzynarodowe gro no
specjalistów zajmujących się technologią pół -
przewodników szerokopasmowych.
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